Siemens Transistor AF280 Datasheet

Germanium PNP Transistor

AF280

UHF Transistor

20V / 10mA

DATASHEET

OEM - Siemens

Source: Siemens Databook 1970/71

Datasheet Rev. 1.3 — 02/19 — data without warranty / liability



Siemens Transistor AF280 Datasheet

AF 280

PNP-Germanium-UHF-Transistor in T-Spezialbauform fur
Misch- und Oszillatorschaltungen bis 900 MHz

AF 280 ist ein PNP-Garmanium-UHF-Mesa-Transistor mit passiviertar Oberflache in
einemn kapazitatsarmen Gehiuse (T-Bauform in Kunststoff 8hnl. TO-50). Der Tran-
sistor AF 280 ist besonders geeignet zur Verwendung in Misch- und Oszillatorschal-
tungen bis 2900 MHz in Tunern mit Diodenabstimmundg.
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Typ | Bestellnummer ]
AF 280 ] QB2701-F50 g J -
07 U1

Gewicht etwa 0,25 g Mala in mm
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung =Ucen 15 W
K.ollektor-Emitter-Spannung ~Uees 20 W
Emitter-Basis-Spannung ~Ueag 03 W
Kollektorstrom =TI 10 mA
Emitterstrom Ig 11 mA,
Basisstrom Iy 1 A,
Sperrschichttemperatur T a0 *C
Lagertemperatur Te —30hbis+75 | *°C
Gesamtverlustleistung Poat 60 mW
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Umgebung Rewsu | =600  |grd/W
Statische Kenndaten (T, = 26°C)
Fir folgenden Arbeitspunkta gilt:
~Uee -I; ~Ig g —Use
Vv mA uA ) mv
10 2 80 | 26 (> 10) 370
Statische Kenndaten (7y = 256 °C)
Kollektor-Emitter-Reststrom (={/zgs = 20 V) =lees 1 (=< 16) e
Kollektor-Emitter- Reststrom (= cgq = 15 V) —Iepn < 600 [
Emitter-Basis-Reststrom  (=Ugpe = 0.3 V) —Ispa < 100 it
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Dynamische Kenndatan (T, = 26°C)
Transitfrequenz (=T = 2 mA; —Uz = 10V, |
f =100 MHz) it 550 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitit
(-Uea = 10V: Ff =1 MHz) —Can 042 pF
Leistungsverstarkung
(=Tg = 2 mA; —Ug =10V: F = BOO MHz;
Ay = 2k0) Vb 14 dB
Leistungsverstarkung
(—Ic = 2 mA; =Uge = 10V; f = BOO MHz;
A, = 600 Q) Veop 12 dB
Rauschen
(=Ic =2 mA; -Uge =10V f = 800 MHz;
Ag =60 Q) F 7 dB
(—Iz =2 mA; =Ueg =10V, F = 200 MHz;
Ag =60 ) F 3 dB
Vierpolparameter: {AnschluBlinge L= 1.5 mm)
Arbeitspunkt: —I-=2 mA; =Uge= 10V

f= 200 MHz:

Gi1p = 50 mS I ya15 | = 56 mS I yyze | =018 M5 gagp = 0.03mS
=Byqp = 33 ms Pap = 1307 ey = 90° Fazp = 047 mS

=800 MHz:

F11p = 10 mS I '¥ayu | =21 mS | Y1z | = 0.55 mS g5y = 0.5 mS
=byyp = 25 mS Pz = 36° ~Pizp = 90° bazs = 25mS

MeBschaltung fiir Leistungsverstirkung und Rauschen bai £ = 800 MHz

200pF
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